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Resumo 

 

Dicalcogenetos de metais de transição de camada única (SL-TMDs), como dissulfeto de molibdênio 

(MoS2), são principalmente materiais 2D semicondutores de gap direto quando empregados como 

monocamada. Nos últimos anos, tais materiais têm sido exaustivamente estudados devido às suas 

diversas propriedades físicas e químicas em termos de efeito excitônico, sensibilidade a mudanças no 

número de camadas ou impacto de defeitos estruturais, entre outros. Outra classe de material que tem 

despertado grande interesse são as heteroestruturas 2D (HS), também chamadas de van der Waals HS, 

formadas por TMDs, que permitem o estudo de novos fenômenos físicos e propriedades que surgem 

com as interações entre as camadas constituintes. Isso significa que tanto os TMDs quanto suas 

heteroestruturas possuem diversas aplicações, principalmente falando de optoeletrônica (transistores, 

dispositivos fotossensíveis e flexíveis, por exemplo). As bicamadas rodadas de MoS2 (t-BL MoS2) são 

formadas quando dois cristais SL de MoS2 são empilhados em um determinado ângulo e formam parte 

das HS de van der Waals. Variações no ângulo de empilhamento fornecem uma oportunidade para 

estudar as propriedades desses t-BL MoS2, pois geram mudanças no comportamento de elétrons, 

excitons e fônons desse material. Neste trabalho, cristais monocamadas triangulares de MoS2 obtidos 

por CVD foram transferidos uns sobre os outros em diferentes ângulos para obter uma melhor 

compreensão do comportamento da espectroscopia Raman Ressonante (EL= 1,96 eV), em que 

observamos uma mudança na posição dos picos Raman de segunda ordem conforme o ângulo tBL 

muda, e da espectroscopia de fotoluminescência em função do ângulo entre as camadas. 
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